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Resumen:

El grafeno es un material bidimensional de atomos de carbono que es considerado
el material del futuro por sus interesantes propiedades electrénicas, mecanicas y
térmicas [1]. Sin embargo, uno de los mayores desafios en la industria electrénica
es la fabricacibn de grafeno de alta calidad depositado sobre sustratos
semiconductores. El grafeno de alta calidad se obtiene mediante dos técnicas:
exfoliacién mecanica y depédsito quimico de vapor (CVD). La exfoliacién mecanica
produce pequeiias areas (del orden de micras) de grafeno monocapa que pueden
depositarse directamente sobre el sustrato deseado, pero no es un proceso
repetible ya que no se sabe donde se depositara el grafeno ni de cuantas capas sera
hasta medirlo. La técnica de CVD produce grandes areas de grafeno monocapa
pero depositadas sobre laminas de cobre. En este caso, luego de la sintesis se debe
transferir el grafeno a un sustrato semiconductor para poder aprovechar sus
propiedades electrénicas como su alta conductividad eléctrica. Este proceso de
transferencia es bastante engorroso y sucio, lo que genera roturas, arrugas y
doblamientos en el grafeno transferido.

En esta practica analizaremos mediante espectroscopia Raman y microscopio de
fuerza atémica muestras de grafeno depositadas directamente sobre una oblea de
silicio cubierto con diéxido de silicio a través de una delgada capa de cobre
mediante la técnica CVD [2-4]. Se analizara la calidad del grafeno, si es monocapa,
si estd arrugado, mediante espectroscopia Raman y el tamano de las islas de
grafeno mediante microscopia de fuerza atémica. Los experimentos se realizaran
en la Divisién Fisica de Superficies y Optica del CAB.
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